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Bei Zenerdioden einer bestimmten Bauform ist die zuldssige Verlustieistung
konstant. Der maximale Zenerstrom ist dann auch abhéngig von der Zener-
spannung.

szmx

Uz

Dabei ist Qzmax die bei einer bestimmten Umgebungstemperatur maximal
zulédssige Verlustleistung.

@

I1Z max =

Die Eingangsspannung U, soll etwa doppelt so groB sein, wie die Ausgangs-
spannung U,. Nur dann giit die Gleichung (1).
Ue22-U, ()]

Die Eingangsspannung soll eine geringe Welligkeit aufweisen. Bei einer groBen
Welligkeit muB die Zenerdiode auch noch als Siebmittel wirken, was das Ver-
héltnis von Verlustleistung der Zenerdiode zur maximalen Ausgangsleistung
ungunstig beeinfluBt,
Fur die Ermittlung der GroBe des Widerstandes R, gilt:
U-~U, U,

L T,

Der Kondensator C, ist zur Glattung der Eingangsspannung vorgesehen.

Ry =

@

Wie bereits erwéhnt, soll die Welligkeit der Eingangsspannung gering sein; man
wird sie also zweckméBigerweise durch Doppelweg- oder Briickengleichrichtung
gewinnen. Die Brummspannung am Ladekondensator ist dann bei der Netz-
frequenz von 50 Hz:

UsiV] = 1,8 - S2[mA 5)
B N ’ S —_

r C, [1F]

Nimmt man an, daB der Spitzenwert der Brummspannung nicht groBer sein soll
als 5% der Ausgangsspannung Uy, so erhilt man:

V2-18 1. [mA]
G A~ o e~ S0 ®

Der Kondensator C, ist nur dann erforderlich, wenn kurzzeitige Spitzenbela-
stungen auftreten kénnen, bei denen der Laststrom I, gréBer wird als der maxi-
mal zulassige Zenerstrom Iz max. Die moglichen Spitzenbelastungen haben 50
verschiedenen Charakter, daB eine genaue Berechnung der GréBe des Lade-
kondensators C, nur fir den jeweiligen Anwendungsfall erfolgen kann. Als
Erfahrungswert kann angegeben werden:

' C; [4F] & 0,1 I max [mA] ™

ist ein Laststrom gefordert, der wesentlich héher ist als der maximal zulassige
Zenerstrom flr Zenerdioden, so muB in die Schaltung ein Transistor eingefiihrt
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werden. Mit der Schaltung nach Bild 45 kénnen Netzgeréte fiir eine Ausgangs-
spannung von 6 bis 80 V und fiir einen Laststrom bis 2 A hergestellt werden. Die
hohen Vergleichsspannungen kénnen durch Hintereinanderschalten mehrerer
Zenerdioden gewonnen werden. Als maximaler Zenerstrom Iz max gilt der klein-
ste Wert, der beti einer der verwendeten Dioden vorkommt.

Der innenwiderstand R; dieser Schaltanordnung ist abhéngig von der DurchiaB-
spannung der Emitter-Basis Diode des Transistors.

Use ~ 02...03
I I

Bei der Ermittlung der Eingangsspannung U. missen die Schwankungen der
Netzspannung von -10%, der Spitzenwert derBrummspannung von 5% unddiean
der Kollektor-Emitter Strecke des durchgesteuerten Transistors verbleibende
Restspannung berlcksichtigt werden. ‘

Ue=1,15-Us+ 2 9
In dem fiir die Restspannung angesetzten Wert von 2 V ist eine groBe Sicherheit
enthalten. Die GroBe der beiden Widerstdnde R, wird wie folgt ermittelt.

Ue+ Iemax *R.-Uz
2+ IZmax

Die Zenerdiode ist im Leerlaufbetrieb am stérksten belastet. Deshalb ist in der

Glelchung (10) die Eingangsspannung im Leerlauf eingeseut, die um das Pro-
dukt aus maximal aufgenommenen Strom und Innenwiderstand des Netzteiles

Riny (8

R, (10)
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héher ist als die Eingangsspannung U, bei Last. Im Nennererscheint der Faktor 2,
weil in der Schaltung zwei gleich groBe Widerstande R, hintereinander ange-
ordnet sind.

Der Widerstand R, wirkt als Vorlast. ErfahrungsgeméaB soll er etwa die GroBe

U,
Ry~ 100 - (in
amax
haben, sofern er nicht uberhaupt weggelassen wird. Durch die Vorlast ist auch
die Regelwirkung im Leeérlauf gewdéhrleistet.
Der Kondensator Cy wirkt als Siebkondensator. Fir eine Frequenz von 50 Hz
kann er wie folgt errechnet werden:

C, [uF) & (12)

32
R, [k Q]
Der zu verwendende Transistor ist vor allem durch die an ihm maximal auf-
tretende Verlustleistung bestimmt,

Qr=[Ue+ Re(lamax - 1a) ~ Udl * I
Die Einflihrung von Gleichung (9) gibt: ‘
Qr=1[0,15Us+ 2+ Re(Iamax—-1a)] Ia (13)

Das Maximum der Verlustleistung tritt bei dem Strom auf, bei dem der Dif-

d
ferentialquotient ——Q— = ( wird,
dI,

0,15U¢+2+R"I¢mx—Rg'2I¢-0

Die Auswertung dieser Gleichung ergibt, daB das Maximum der Verlustleistung
bei einem Laststrom auftritt, der halb so groB ist wie der maximale Laststrom
Iamax, wenn der EinfluB der Restspannung des Transistors vernachlassigt wird.
Die maximale Verlustleistung am Transistor ist:

1
Qrmax=——(0,15Us+ 24+ Re* Inmax) ? (14)
4-R,

Der fiir den verwendeten Transistor zulassige Kollektorstrom muB gréBer sein
als der maximale Laststrom I max.

Die Stromverstiarkung des Transistors muB so gro8 sein, daB der fiir die Durch-
steuerung des Stromes I; max erforderliche Basisstrom IB max kieiner ist als
der fur die Zenerdiode maximal zulassige Zenerstrom.

Bz Ta max ~ 1,3 T max (15)

'

9
Zmax IZmax

Dabei ist B die Gleichstromverstarkung des Transistors und der Faktor 1,3 ein
Sicherheitsfaktor den die Praxis ergeben hat.
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S
Wenn der Laststrom unter einen Wert Iy min nicht sinkt, wenn z. B. der Leer-
lauffall nicht auftritt, so kann der Transistor mit einem Widerstand iiberbriickt
werden (R, in Bild 45). Dadurch wird der Transistor geringer belastet.

Wenn der Ausgangsstrom auf seinen Mindestwert abgesunken ist, so soll der
Transistor gesperrt sein und der Strom nur mehr liber den Widerstand Ry flieBen.

U, + (I, -1, *R.-U,
R,= e + (Iamax ~ Iamin) e a (16)
0,9 * I min '
Die maximale Verlustleistung am Transistor wird bei der Verwendung des
Widerstandes Ry:

1
QT max = 4R [0,15 Ug + 2 + Re (Ia max — Ia min)] 2 (7
‘ =
Das geregelte Netzgerit kann also etwa um denWert des Stromes I min starker
belastet werden als ein gleiches Gerat ohne Parallelwiderstand Ry, Je gréBer

I
Das Verhaltnis — min

4 max
werden. Bel Einfiihrung des Widerstandes Ry bleibt der Wert der ausgeregelten
Leistung gleich. Es steigt jedoch der Abolutwert der maximal abgegebenen
Leistung.
Sind sehr hohe Laststréme erforderlich und kann deshalb die Bedingung nach
Gleichung (15) von einem Transistor nicht mehr erfllit werden, so miissen
mehrere Transistoren in Kaskade geschaitet werden, bis

wird, um so gréBer kann die geregelte Ausgangsleistung

I
0,98« Bry + Bry.... Brnas 1,3 I‘”“‘"

Zmax

(15)

wird. Die Schaltung einer zwelstufigen Kaskade zeigt das Bild 46.
Die an den Transistoren der Kaskade auftretende Verlustleistung betrégt:

Qrn A 1,1-Ur- IpT,,_ (18)
Dabel Ist U = 0,15 . U, + 2 die Spannung am Transistor und Ipr,,_,
maximale Basistrom des von Ihm gesteuerten Transistors.
Der Widerstand Rp In der Schaltung nach Bild 46 hat die Aufgabe, den Sperr-

strom des Transistors Ty abzuleiten, damit der Transistor T; volistdndig gesperrt
werden kann. Als Erfahrungswert gilt:

10-Uj;
Rp = ——BET1 (19)
IBT; max
Es ist nicht zweckmiBig, mehr als 3 Transistoren in Kaskade zu schalten. Die
Genaulgkeit der Regelung nimmt mit der Anzah! der Stufen ab, weil der Innen-
widerstand R; steigt.

n-UBr

Rjw=
4 Ia

()
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Die Schaltung nach Bild 47 zeigt eine Moglichkeit, wie man eine regelbare Aus-
gangsspannung stabilisiert erhalten kann.DieZenerdiodeistin einem Spannungs-
teiler angeordnet. Die Héhe der Ausgangsspannung kann eingestellt werden
mit dem Potentiometer R,. Die Transistorkaskade Ty kann wie in der Schaltung
nach Bild 46 ausgefiihrt werden. Fir hohe Ausgangsleistungen kénnen am Ende
der Kaskade mehrere Transistoren parallel geschaltet werden, Die Streuung der
Transistoren muB durch kieine Widersténde in der Emitterleitung der parallel-
geschalteten Transistoren ausgeglichen werden. Diese Widerstande sollen so
groB gewéhit werden, daB an ihnen ein Spannungsabfall von etwa 0,5 V auf-
tritt. An allen Transistoren der Kaskade tritt die gleiche Kollektor-Emitter Sperr-
spannung auf; sie werden deshalb zweckma&Big aus gleichen Spannungsgruppen
gewdhlt.

Alle Bauteile, die in den angegebenen Schaltungen die gleiche Funktion haben
und auf dieselbe Weise berechnet werden, haben immer die gleiche Bezeich-
nung.

Ein Verstarker, bestehend aus dem Transistor Tr und den Widerstdnden R,,
vergleicht die Ausgangsspannung (Teiler Rg/R4) mit der durch die Zenerdiode
konstant gehaltenen Betriebsspannung und steuert die Kaskade Ty,

UR max - UR max

- (20)
2‘ICRmax 2- IBnmax

4

Die Spannung URr max ist:
URmax = Ue = Ugmin (21

Der Strom IBymax ist der Maximalwert des von der n-ten Stufe der Kaskade
benétigten Basisstromes.

Der Strom durch den Spannungsteiler Rg/R, soll mindestens 20mal so gro8 sein
wie der Kollektorstrom des Transistors Tr.
Ucmax
Ry + Ry = ————
st ICR max * 20

R

Das Verhiltnis 723- ist abhangig von der Zenerspannung der verwendeten Diode
L]

und den Grenzwerten der einstellbaren Ausgangsspannung.

Ry Ry + Ry
Ug min Uamax

Die kleinste Ausgangsspannung Ua min hat im Extremfall dieselbe GroBe wie die
Zenerspannung Uz.

Uz

Ud max

(22

Ry = Ry + Ry)
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Der Widerstand R, begrenzt den Strom Iz

_ Uamax-Uz

R, @)

IZ max

Der Widerstand R, wirkt als Stromgegenkopplung und verringert in einem kleinen
Regelbereich den Innenwiderstand des Netzgerates. Seine GroBe wird am be-
sten empirisch ermittelt, ein Gblicher Wert ist 0,5 bis 1,0 Q. Der Kondensator C,
bewirkt eine Gegenkopplung, die die Schwingneigung unterdrickt. Er verbessert
die Siebung, vergroBert aber den dynamischen Innenwiderstand des Netzgerates.
Es muB also von Falil zu Fall iberlegt werden, ob er eingefiihrt werden soll.

16
C, uFl e 24
'[F]N&{kﬁ] (24)
Der Kondensator Cy ist ein Siebkondensator.
32
Cs [uF] Y —— (12)
s [11F] Romm (k)

MuB bei einem Netzgerat die Ausgarqsspannung in sehr weiten Grenzen ge-
regelt werden, so kann besonders bei hohen Laststrémen die wegen der auftre-
tenden hohen Verlustleistung notwendige Parallelschaltung von Leistungstran-
sistoren zu einem unwirtschaftlich hohen Aufwand fuhren. Man wird dann
zweckmaBigerweise die Eingangsspannung U, mit der Ausgangsspannung U,
umschalten, so daB der an den Transistoren auftretende Spannungsabfall

UT =1 U¢ - Ua (25)
konstant bleibt.

Netzgeréte fiir héhere Ausgangsspannungen (30 bis 100 V) miissen so ausge-
fihrt werden, daB das Verhéltnis zwischen der Ausgangsspannung und der
Zenerspannung nicht zu groB wird. Die Schaltung nach Bild 48 hat einen &hn-
lichen Aufbau wie die in Bild 47, jedoch kann hier die durch die Zenerdiode er-
zeugte Referenzspannung etwa die gleiche GroSe erhalten wie die Ausgangs-
spannung. Der Regelbereich wird dann natiirlich geringer, aber die Regelgenau-
igkeit ist gréBer. Der kleinste einstellbare Wert der Ausgangsspannung Uamin
ist etwa gleich der Zenerspannung der verwendeten Diode.

Fur Netzgerate, bei denen die Ausgangsspannung in einem weiten Bereich stetig
einstellbar sein soll, ist die Schaltung nach Bild 49 besonders geeignet. Je nach
der GroBe des maximalen Lastsiromes kann die Ausgangsspannung hier im
Verhaltnis 1 : 30 bis 1 : 200 stufenios verandert werden.

Fur die Wahl der Zenerdiode ist zu beachten:
Uz 2 Ugmax (26)

Eine gute Stabilitat der durch die Zenerdiode erzeugten Vergleichsspannung ist
dann gegeben, wenn die Eingangsspannung des Steuerteils U, gleich oder
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gréBer ist als der doppelte Wert der Zenerspannung und wenn der Zenerstrom
nicht kleiner ist als der dritte Teill des Stromes durch den Widerstand R,

1 Uz
Ry = —-* ]
’ 3 Izmax @n
U,
Ry p == comee—
0= 5T, @8)

Die Transistor-Kaskade muB eine so hohe Verstarkung aufweisen, daB der Kol-
lektorstrom des Transistors TR nicht groBer sein muB als etwa der zwanzigste
Teil des Stromes durch den Widerstand R,, damit der Spannungsteiler (Abgriff
am Widerstand R,) nicht verstimmt wird.
3+ IZ max
I - — 29
CR max 20 (29)
Die Kollektorwiderstéande Ry, und Ry, begrenzen den Kollektorstrom des Tran-
sistors Tr auf den héchstzuldssigen Wert und steuern die Kaskade Ty

U;
ICR max

Als Erfahrungswert giit:
1
Ry = —5— (Ry + Ryy) @Y

Der Belastungswiderstand Rg kann nur dann konstant gewéhlt werden, wenn die
Ausgangsspannung nicht stérker als 1 :5 verdndert werden soll. Bei elnem gr&-
Beren Regelbereich muB er umgeschaltet-werden oder es muB ein Widerstand
mit einem groBen positiven Temperaturkoeffizienten verwendet werden (z. B.
Eisen-Wasserstoff Widerstand). Fiir die Ermittlung der GréBe des Widerstandes
R, gilt die Gleichung (11).

Der Kondensator C, verhindert das Auftreten von unerwiinschten Schwingun-
gen. Er soll etwa elne Kapazitdt von 50 nF haben.

Die Kondensatoren C, und Cg sind Siebkoridensatoren. Fir die Ermittlung der
erforderlichen Kapazitat gilt die Gleichung (12)

C, [uF -———32 ‘ 12)
7 [WFlay Ry k Q]

Ce [uFl 32
R WY
Der Innenwiderstand des geregeiten Netzgerétes nach Bild 49 hat eine GroBe

von 10 bis 20 mQ. Dieser Wert ist sehr klein. wenn man den groBen Regelbereich
berlicksichtigt.
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Vill. Hochfrequenzschaltungen

Neue Fertigungsverfahren haben die Herstellung von Transistoren méglich
gemacht, die fiir die Verwendung bei hohen Frequenzen geeignet sind. Das
Verfahren, nach dem die Siemens-Mesa-Transistoren hergestellt werden, liefert
Transistoren, die neben guten Hochfrequenzeigenschaften auch noch eine
verhdltnism&Big hohe zuldssige Verlustleistung aufweisen. Bei den Typen, bei
denen der Kollektor der Mesa-Systeme mit dem Gehédyse elektrisch verbunden
ist, kann elne Verlustleistung von 500 mW bei einer Gehdusetemperatur von
45°C zugelassen werden. Mit diesen Transistoren kdnnen deshalb Oszillatoren
und Verstéarker fir hohe Frequenzen gebaut werden, die eine groBe Ausgangs-
leistung tiefern.

Leistungsverstirker 200 MHz/200 mW

In Bild 50 ist die Schaltung eines Leistungsverstérkers fiir eine Frequenz von
200 MHZ angegeben. Verwendet werden 2 Mesa-Transistoren AFY 11, die in
Gegentakt geschaltet sind. Die fiir das Erreichen der maximalen Ausgangs-
leistung erforderliche Eingangsleistung betréagt 20 mW. Die Induktivitaten sind
so gezelchnet, wie sie auch in der praktischen Ausfiihrung angeordnet werden.
Der Wirkungsgrad des Gegentakt-Verstirkers betrégt 65°/. Dieser Wert ist sehr
hoch, wenn man die hohe Frequenz beriicksichtigt.

Technische Daten

Batteriespannung 15V
Batteriestrom 23,5 mA
Kollektor-Emitterspannung 14V -
Transistor-Wirkungsgrad 65 9/,
max, Ausgangsleistung 215 mW
Eingangsleistung fiir Nymax 20 mW
Induktivitdten:

L, = 1Wdg Cu versilbert 1,5 mm 2, GroBe der Drahtschleife 35 x 20 mm
L, = 1 Wdg Cu versilbert 2,6 mm &, GriBe der Drahtschleife 40 x 30 mm

AFY 11 )
& % 7\ o™
SnF ;_Z-IZPF 809
' il =
S TR

Bild 60
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Oszillator fir 200 MHz /75 mW

Ein Eintakt-Osziliator mit einem Mesa-Transistor AFY 10 kann bei einer Schwing-
frequenz von 200 MHz eine Ausgangsleistung von 75 mW abgeben. Die Schaltung
eines solchen Oszillators, der als Senderstufe verwendet werden kann, zeigt das
Bild 51. Die verénderbare Kapazitat am Emitter des Transistors dient zur Ein-
stellung der optimalen Schwingbedingung. Eine &uBere Rickkopplung ist nicht
erforderlich. Sie erfoigt Uiber die innere Kapazitat zwischen Kollektor und Emitter
des Transistors. Der Ausgang des Oszillators ist an 60Q angepa@t.

Technische Daten

Transistor-Arbeitspunkt: Kollektor-Basisspannung 15V
Kollektorstrom 20 mA
max. Ausgangsleistung 75 mW
Wirkungsgrad 259/,
Schwingfrequenz 200 MHz

Induktivitédten:

Obertrager Tr: 2Wdg Cu versilbert 1 mm &
Abgriff bei 0,5 Wdg
Durchmesser der Wicklung 10 mm
Lénge der Wicklung 7 mm

Drossel Dr.: 8 Wdg Cu versilbert 1 mm @
Durchmesser der Wicklung 8 mm
Lénge der Wicklung 22 mm

2-12pF # #\z.up;.- T 2Z12pF 20
L"I"“"f"_'_'_"'_l_‘l k__;

Bild 51
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Oszillator fOr 500 MHz

Mit den Mesa-Transistoren AFY 11 kénnen Oszillatoren fiir eine Schwingfrequenz
von 500 MHz gebaut werden. Eine dazu geeignete Schaltung zeigt das Bild 52.
Als Schwingkrels wird ein Stiick eines 60-Q-Koaxialkabels verwendet.

Technische Daten

Batteriespannung 6V
Kollektorstrom 2mA
Schwingfrequenz 500 MHz

Schwingkreis: Koaxialkabel 60 Q, 70 mm lang

UKW-Tuner

Die Mesa-Transistoren AF 106 liefern eine sehr hohe Verstarkung bel hohen
Frequenzen und sind fir kleinere Leistungen geeignet. Der Kollektor dieser
Transistoren ist vom Geh&use isoliert. Die Mesa-Systeme sind in das genormte
Gehduse TO-18 eingebaut. Das Bild 53 zeigt die Schaltung eines Tuners fiir
den UKW-Bereich (87 bis 103 MHz). Der Eingangswiderstand der Vorstufe liegt
‘bel 40 Q und ergibt liber den Eingangstransformator eine glinstige Anpassung
an die Antenne. Der Zwischenkreis ergibt eine gute Eingangsselektion, Trotz
der geringen Phasendrehung der Steilheit ist es zweckméBig, eine Phasen-
korrektur im Oszillator vorzunehmen, bestehend aus der Induktivitdt Ly und
dem dazu parallel geschalteten Kondensator. AuBerdem erleichtert die Indukti-
vitét Ly die ZF-Entdampfung, die mit den Kondensatoren C, und C, erfolgt. Der

92
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Y
Schwingkreis fiir den Oszillator besteht aus der Induktivitdt L, und dem Kon-
densator C,. Die Anzapfung fir die Riickkopplung konnte bei !/, der Kreis-
windungszahl angebracht werden. Dabei ist die Stabilitdit der Oszillator-
schwingung bei Anderung der Batteriespannung sehr gut.
Es wurde z. B. bel einer Anderung der Batteriespannung von 6 V auf4 V nur eine
Frequenzénderung von 50 kHz gemessen. Der Ausgangswiderstand des Misch-
Transistors betrégt etwa 100 kQ, daher konnte ohne Anzapfung am ZF-Kreis
eine recht gute Lastgiite errelcht werden. Der Kollektorstrom betrégt in beiden
Stufen 1 mA. Die Widerstande der Spannungsteiler fiir die Einsteliung dieses
Arbeitspunktes bei Batteriespannungen von 6V, 9V und 12 V sind in der Tabelle
7 angegeben. Alle anderen Werte bleiben bei Anderung der Batteriespannung
gleich.
Die Verstarkung ist Uber den ganzen in Betracht kommenden Frequenzbereich
sehr konstant. Die Gesamtverstérkung betrégt etwa 31 dB bei 86 MHz und etwa
30 dB bei 102 MHz.

Tabelle 7
UBatt 6 9 12 v
R, 8.6 125 18 kQ
R, 2,6 45 45 kQ
R, 09 2 2 kQ
R, 4 6.2 9 kQ
Ry 1,25 2,2 2,2 kR
R, 09 2 2 KQ

Technische Daten

Batteriestrom ' 3,7 mA
Kollektorstrom pro Stufe 1 mA
teistungsverstiarkung 31 dB
Rauschfaktor 5.4 dB
Bandbreite (an Einzelkreis) 150 kHz
Eingangsspannung max. 20 mV
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Induktivitaten:

L,: Siferrit-Gewindekern B 63310 U17 D 133 F
2 + 2 Wdg Cu versilbert 0,5 mm @, Wickelhdhe 3 mm, bifllar w1ckeln

L,: Siferrit-Gewindekern B 63310 U17 D 13,3 F
3Wdg Cu versilbert 1,2 mm &, WickelhShe 8 mm,

L,: Siferrit-Gewindekern B 63310 U17D 13,3 F
5Wdg Cu versilbert 0,7 mm @, Wickeihdhe 10 mm,

L,: Siferrit-Gewindekern B 63310 U17D 133 F

3 + 1 Wdg Cu versilbert 1,6 mm @, Wickelhdhe 10 mm,
Lg: Siferrit-Gewindekern B 6331080 ki D 13,3 F

26 Wdg HF-Litze 20 x 0,05, Wickelhhe 10 mm,
L,: 5Wdg Cu versilbert 0,25 mm & (Abstand von Ly variabel)

AuBendurchmesser aller Spulenkdrper 8 mm

ZF-Verstarker fir FM

Das Bild 54 zeigt die Schaltung eines ZF-Verstarkers fur UKW-Geréte. Auch
hier miissen fiir die Batteriespannungen 6 V, 9 V und 12 V lediglich die Wider-
sténde der Spannungsteller zur Arbeitspunkteinstellung veréndert werden. Die
erforderlichen Werte sind in der Tabelle 8 enthalten. Je Stufe kann eine Ver-
starkung von etwa 22 dB erzielt werden.

Technische Daten

Baffériespannung 6V,9Vundi2V
Batteriestrom 55 mA
Verstarkung je Stufe 22 dB
induktivitdten:

Die Induktivitaten L, bis Ly haben den Wert 4,4uH und sind mit abgleichbarem
Kern auszufiihren. Die Leerlaufgite sollte etwa 125 sein.

Anzapfung bei Ly, Lyund L, :nyg 1 g3 =14 :1

Anzapfung bei Lg, L, und Ly : 1133 1 834 = 16 : 1

Anzapfung bei Ly : Ry ifgg = 2:1

Ly = 0,35 Lg (Windungsverhéltnis)

M\
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Bild 54




Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

Tabelle 8
UBauV{ R, R, R, R, Ry R,
6 0,9 2,2 8 09 1,25 4 kQ
9 1.8 4 12 18 2 6 kR
12 1,8 4 18 1,8 2 9 kQ

MeBschaltung fir Leistungsverstirkung

in Bild 55 ist eine MeBschaltung fiir die Leistungsverstérkung bei hohen Fre-
quenzen, z. B, 200 MHz, angegeben. Durch die Verwendung einer Zener-Diode
kann hier mit einer Batteriespannung gearbeitet werden. Der Kondensator
C ist so zu wihlen, daB optimale Leistungsanpassung erfolgt.

Bild 55
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Anschriften unserer Geschéftsstelien

Ort Biiro* StraBe Fernsprecher Fernschreiber
Aachen : T8  Theaterstr. 106 398 41 8 32866
Arnsberg (Westf.) IB Hellefelder Str. 29 20 56 8 4286
Aschaffenburg 18 Ludwigstr, 17 14 4 18839
Augsburg 7B Fuggerstr. 9 51 76, 9 48 81 5 3821
Berlin 8W 11 ZIN  Schéneberger Str, 2-4 66 00 11, 1 83766
Bielefeld T8 Kavalleriestr. 26 636 11 9 32805
Bonn 18 Mtihlheimer Platz 1 51921 8 86655
Braunschweig B Fallersleber Str., 6-8 204 41 9 52820
Bremen ZN An der Weide 14-16 30 14 41 244814
Coburg 1B Judengasse 41 3744 6 63212
Darmstadt TB  Hugelstr, 18-20 35 79, 60 48 4 19246
Dortmund IN Mérkische Str. 12-14 226 41 822122
Dusseldorf ZIN  Oststr, 34 86 31 8 582665
Duisburg T8 Friedenstr, 85 280 01 8 55843
Essen ZN Kruppstr. 16 20731 8 57437
Flensburg 1B Neustadt 10 74 49 2 2745
Frankfurt (Main) ZN  Gutleutstr, 31 33 06 01 4 11203
Freiburg (Breisg)) TB  Habsburgerstr. 132 2121 77842
Fulda B Ohmstr, 24 30 10 -
Goslar B Am Markt 5 39 31/33 9 53832
Gummersbach/

NiederseBmar 1B Kélner Str. 95 30 42 -
Hagen (Westf.) 18 Prentzelstr. 11 274 45 -
Hamburg ZN Lindenplatz 2 24 82 11 2 11891
Hamm B Luisenstr, 5 68 41 8 28834
Hannover ZN Am Maschpark 1 8 65 31, 86691 9 22333
Heilbronn (Neckar) I8 Schaeuffelenstr, 15 67 46/48 728714
Hof (Saale) 1B Theresienstr. 13 22 66/67 6 43865
Kaiserslautern 1B Pariser Str, 23 75 31 4 5832
Karlsruhe I8  Bahnhofstr, 6 2 69 61 7 82831
Kassel B Birgermeister-Brunner-Str. 15 19281 9 9839
Kempten (Aligdu) 1B Salzstr, 27 36 22 5 4827
Kiel 1B Holstenbriicke 26-28 44671, 40801 29814
Kobleriz TB Emil-Schiiller-Str. 20-22 24 86 8 6831
Kéln ZN Friesenplatz 8-14 29 91 8 881470
Konstanz iB Hussenstr, 6 36 93, 50 57 7 32
Labeck 1B Breite Str, 52-54 25921 26728
Mainz 18 GroBe Bleiche 29 267 11/72 417765
Mannheim ZN N7.1 « 580 31 4 62261
Moénchen-Gladbach B Eickener Str. 45 21875, 22626 -
Minchen ZN Prannerstr. 8 289 61 5 23224
Miinster (Westf,) B Herwarthstr, 6-8 406 31 8 92828
Nirnberg N Richard-Wagner-Piatz 1 28721 62120
Oﬁenburak(Baden) 1B Rheinstr. 3 2313 7 6886
Osnabriic TB  Méserstr, B 76 01 94827
Ravensburg 1B Gartenstr. 16 24 34, 29 82/83 7 32884
Regensburg IB Maximilianstr. 29 23823 6 5807
Reutlingen 1B Unter den Linden 47 43 41/43, 67 82 729723
Rottwei 1B Am Stadtgraben 12 8 06/07 7 6
Saarbriicken IN Mainzer Str, 139 649 41 44226
Schweinfurt IB Luitpoldstr, 6 2753 6 73207
Siegen B Sandstr, 38 267 41 635
Stuttgart IN Geschw.-Scholl-Str, 24-26 9 90 61 7 23941
Trier B Deutschherrenstr, 3844 3257, 3733, 2757 47815
Utm (Donau) B Frauenstr, 9 68571 7 12826
Wetzlar TB Karl-Keliner-Ring 25 34 51 4 83845
Wiesbaden 1B Adolfsailee 27-29 595 25 -
Wilhelmshaven 1B Paul-Hug-Str. 8 59 48, 64 57, 54 54 2 5305
Wuppertal-Elberf, TB Neumarktstr, 52 418 81 8 512853
Wiirzburg TB Theaterstr, 25 508 50 6 8844

* ZIN Zweigniederlassung TB Technisches Biiro IB Ingenieurbiiro
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